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บทคดัย่อ 

 ในการวจิยันี�ไดท้าํการศกึษาเชงิทฤษฎเีกี�ยวกบัสถานะพลงังานของเอก็ซติอน (Exciton) ในโครงสรา้ง

บ่อศกัยค์วอนตมัแบบเดี�ยวและแบบคู่ โดยพจิารณาทั �งผลของความกวา้งชั �นบ่อศกัยต่์างๆ ความลกึของศกัย ์
รูปร่างของบ่อศกัย์ และสนามไฟฟ้าภายนอกที�มต่ีอระดบัพลงังานของอิเล็กตรอนและโฮล และเลือกใช้
พารามเิตอรข์องวสัดุ GaAs/AlGaAs และ GaInNAs/GaAs ซึ�งเป็นวสัดุที�ถูกนํามาประยุกต์ใช้งานอย่าง

กวา้งขวาง ในกรณขีองโครงสรา้งบ่อศกัยค์วอนตมัคู่ GaInNAs/GaAs พบว่า สถานะพื�นของเอก็ซติอนมกีาร
เปลี�ยนจากเอก็ซติอนแบบตรง (Direct exciton) เป็นแบบไม่ตรง (Indirect exciton) ที�ค่าสนามไฟฟ้า 12 

kV/cm นอกจากนี�ยงัได้ทําการศึกษาเชิงทฤษฎีเกี�ยวกับอันตรกิริยาระหว่างเอ็กซิตอนและโฟตอนใน

โครงสรา้งไมโครคาวติี�แบบบ่อศกัยค์วอนตมั โดยใชโ้ครงสรา้งบ่อศกัยค์วอนตมัคู่ GaInNAs/GaAs ที�มคีวาม
กวา้งของบ่อศกัยค่์าต่างๆ จากการศกึษากรณีบ่อศกัย ์8-5-10-nm GaInNAs/GaAs และพลงังานโฟตอนที� 
1.411 eV พบสถานะโพลารติอนที�ประกอบดว้ยสดัส่วนของเอก็ซติอนแบบไม่ตรงและโฟตอนเท่ากบั 0.4 

และเอก็ซติอนแบบตรง 0.2 นั �นแสดงว่า สถานะโพลารติอนนี�จะไดร้บัสมบตัขิองทั �งเอก็ซติอนแบบตรงและ
แบบไม่ตรง จงึทําให้เป็นสถานะโพลารติอนที�มค่ีาไดโพลโมเมนต์สูงเนื�องจากไดร้บัสมบตันิี�จากเอ็กซติอน
แบบไมต่รงนั �นเอง 
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Abstract:  

 Semiconductor microcavities are well known due to their importance in fundamental physics 

and have a wide range of various applications. The system consists of the GaInNAs/GaAs double 

quantum wells embedded in a planar Bragg-mirror microcavity. The polariton can be formed due to 

the exciton-photon coupling in the microcavity. The direct exciton with large oscillator strength 

strongly couples to the cavity mode. The indirect exciton with small oscillator strength can interact 

with photon via the direct exciton since it is electronically coupled to the direct exciton. The polariton 

state and its fractions (direct exciton, indirect exciton and photon) are calculated as a function of 

applied electric field. The strong-weak coupling regime is controlled by the applied electric field. The 

dipolariton state with comparable components is observed at approximately F=12 kV/cm where the 

photon strongly couple to the exciton ground state and the ground state exhibits the direct-indirect 

anticrossing also. This mixed state acquires large oscillator strength from the direct exciton and large 

electric dipole moment from the indirect exciton.  
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